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【はじめに】Cuは Ni同様グラフェン用基板として注目され、高品質かつ大面積エピタキ

シャル基板が要求されるようになってきた。Cu単結晶は高周波誘導加熱 CZ法により直径

10mmまで無転位結晶作成が報告[1]されているが、我々が技術開発してきた Niや Fe-Gaと

は異なり熱伝導率が大きいため CZ法での大口径化が困難であった。様々な工夫をして前

回直径 1インチの単結晶作成を報告[2]したが、今回、更に工夫した二重坩堝式 CZ法によ

り直径 2インチサイズの単結晶作成に成功し、大口径化への見通しを立てた。 

【実験方法】Si作成等と同類のカーボンヒーター

を熱源とした抵抗加熱式 CZ装置を使用した。結晶

は、純度 3Nの原料とカーボン製の二重坩堝を用

い、Ar雰囲気中にて成長速度 1～3mm/h、結晶回

転速度 4～20rpm、引上げ方位＜111＞で作成した。

種結晶には高品質な＜111＞Ni単結晶を用いた。 

【結果と考察】二重坩堝式 CZ法を用いることによ

り 1インチ作成時に問題であった融液表面に浮遊

する酸化物等の除去は可能となったが、時間経過や

結晶成長に伴う温度低下などによる反応物、析出物

のような浮遊物の発生、および、それらを核とした

成長、固化は依然として課題であった。そこで、内

側坩堝の円錐型の形状を生かし、外側坩堝の位置を

可変させてサイズの制御可能な隔壁として用い、結

晶成長面に対する融液面を常に一定に狭めた状態を

維持しながら結晶回転による融液の攪拌や、融液面

の大面積化に伴う径方向の温度勾配低下を抑制するこ

とにより浮遊物の固化を防止した。作成法の模式図を

図 1に示す。作成した直径 2インチ×長さ 50mm（重さ 1.2kg）の Cu単結晶の写真を図 2に

示す。引上げ方向において 10mm間隔毎に平行移動してインゴット表面をラウエ測定した

結果、同じスポットが観測され、方位のズレが無いことが確認された。(111) Cu基板の X

線による評価、および、(111) Cu基板上に成膜されたグラフェンの結果についても報告す

る。 
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図 1 隔壁使用時の作成模式図 

図 2 直径 2 インチ Cu 単結晶 
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